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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月3日(2014.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印加電流、印加電圧及び印加磁場のうち少なくとも一つによって可変的な磁化方向を有
する少なくとも１層の磁性層を含み、所定の周波数を有した発振信号を生成する発振部と
、
　前記発振信号を差動増幅し、出力信号を提供する出力端子と、を含み、
　前記出力端子は、前記発振部と同じ基板上に集積され、
　前記出力端子は、
　前記発振信号に対して同一位相を有する非反転増幅信号を生成する非反転増幅部と、前
記発振信号に対して反転位相を有する反転増幅信号を生成する反転増幅部と、を含む第１
増幅部と、を含むことを特徴とする発振器。
【請求項２】
　前記出力端子は、
　前記非反転増幅信号及び前記反転増幅信号を差動増幅し、第１出力信号及び第２出力信
号を生成し、前記第１出力信号及び第２出力信号を前記出力信号として提供する第２増幅
部と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の発振器。
【請求項３】
　前記出力端子は、
　前記非反転増幅信号及び前記増幅信号が同じ電圧レベルを基準に発振するように、前記
非反転増幅信号及び前記増幅信号の電圧レベルを調節し、第１バイアス信号及び第２バイ
アス信号を提供するバイアス回路をさらに含み、
　前記差動増幅部は、前記第１バイアス信号及び第２バイアス信号を差動増幅し、前記第
１出力信号及び第２出力信号を生成することを特徴とする請求項２に記載の発振器。
【請求項４】
　前記非反転増幅部は、
　前記発振信号が印加されるゲート、第１電圧端子に連結されるドレイン、及び前記非反
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転増幅信号を出力する非反転出力ノードに連結されるソースを有する第１トランジスタと
、
　前記非反転出力ノードを介して、前記第１トランジスタと直列連結される第２トランジ
スタと、を含み、
　前記反転増幅部は、
　前記発振信号が印加されるゲート、第２電圧端子に連結されるソース、及び前記反転増
幅信号を出力する反転出力ノードに連結されるドレインを有する第３トランジスタと、
　前記反転出力ノードを介して、前記第３トランジスタと直列連結される第４トランジス
タと、を含むことを特徴とする請求項３に記載の発振器。
【請求項５】
　前記バイアス回路は、
　前記非反転出力ノードと第１バイアス出力ノードとの間に連結された第１キャパシタ、
及び前記第１バイアス出力ノードに連結された第１抵抗を含み、前記第１バイアス出力ノ
ードで、前記第１バイアス信号を提供する第１バイアス回路と、
　前記反転出力ノードと第２バイアス出力ノードとの間に連結された第２キャパシタ、及
び前記第２バイアス出力ノードに連結された第２抵抗を含み、前記第２バイアス出力ノー
ドで、前記第２バイアス信号を提供する第２バイアス回路を含むことを特徴とする請求項
４に記載の発振器。
【請求項６】
　前記差動増幅部は、
　前記第１バイアス信号が印加されるゲート、及び第１出力ノードに連結されるドレイン
を有する第１トランジスタと、
　前記第２バイアス信号が印加されるゲート、及び第２出力ノードに連結されるドレイン
を有する第２トランジスタと、
　電源電圧端子と前記第１出力ノードとの間に連結される第１負荷と、
　前記電源電圧端子と前記第２出力ノードとの間に連結される第２負荷と、
　前記第１トランジスタのソース及び第２トランジスタのソースに共通して連結されるド
レインを有し、前記第１トランジスタ及び第２トランジスタに電流を提供する第３トラン
ジスタと、を含むことを特徴とする請求項３に記載の発振器。
【請求項７】
　前記発振部は、
　前記印加電流を提供する電流源と、
　前記印加電流を基にして、前記発振信号を生成する少なくとも１つの発振素子と、を含
むことを特徴とする請求項１に記載の発振器。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの発振素子は、
　前記印加電流、前記印加電圧及び前記印加磁場のうち少なくとも一つによって可変的な
磁化方向を有する第１磁性層と、
　固定された磁化方向を有する第２磁性層と、
　前記第１磁性層と前記第２磁性層との間に配された非磁性層と、を含むことを特徴とす
る請求項７に記載の発振器。
【請求項９】
　前記第１磁性層の磁気モーメントは、前記印加電流、前記印加電圧及び前記印加磁場の
うち少なくとも一つによって歳差運動を行い、それによって、前記少なくとも１つの発振
素子の抵抗が周期的に変更されることによって、前記少なくとも１つの発振素子は、前記
発振信号を生成することを特徴とする請求項８に記載の発振器。
【請求項１０】
　前記第２磁性層は、
　前記非磁性層に隣接するように配され、第１磁化方向を有する第１固定層と、
　前記第１固定層に隣接するように配された分離層と、
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　前記分離層に隣接するように配され、前記第１磁化方向と反対になる第２磁化方向を有
する第２固定層と、を含むことを特徴とする請求項８に記載の発振器。
【請求項１１】
　前記第２磁性層は、
　前記非磁性層に隣接するように配された固定層と、
　前記固定層に隣接するように配される反強磁性層と、を含み、
　前記固定層の磁化方向は、前記反強磁性層の最上部磁気モーメントの方向に固定される
ことを特徴とする請求項８に記載の発振器。
【請求項１２】
　印加電流、印加電圧及び印加磁場のうち少なくとも一つによって可変的な磁化方向を有
する少なくとも１層の磁性層を含み、所定の周波数を有した発振信号を生成する発振部と
、
　前記発振部と同じ基板上に集積され、前記発振信号を増幅して出力信号を提供する出力
端子と、を含み、
　前記出力端子は、
　前記発振信号を増幅して増幅信号を提供する第１増幅部と、
　前記増幅発振信号を増幅し、前記出力信号を提供する第２増幅部と、を含むことを特徴
とする発振器。
【請求項１３】
　前記出力端子は、
　前記増幅信号の電圧レベルを調節してバイアス信号を提供するバイアス回路をさらに含
み、
　前記第２増幅部は、前記バイアス信号を増幅し、前記出力信号を提供することを特徴と
する請求項１２に記載の発振器。
【請求項１４】
　前記第２増幅部は、
　前記バイアス信号が印加されるゲート、及び前記出力信号が提供される出力ノードに連
結されるドレインを有する第１ ＮＭＯＳトランジスタと、
　前記第１ ＮＭＯＳトランジスタのソースと連結されるドレイン、及び接地電圧端子に
連結されるソースを有する第２ ＮＭＯＳトランジスタと、
　電源電圧端子と前記出力ノードとの間に連結される抵抗と、を含むことを特徴とする請
求項１３に記載の発振器。
【請求項１５】
　前記第１増幅部は、前記発振信号に対して同一位相を有する非反転増幅信号を、前記増
幅信号として提供することを特徴とする請求項１２に記載の発振器。
【請求項１６】
　前記第１増幅部は、前記発振信号に対して反転位相で、反転増幅信号を前記増幅信号と
して提供することを特徴とする請求項１２に記載の発振器。
【請求項１７】
　印加電流、印加電圧及び印加磁場のうち少なくとも一つによって可変的な磁化方向を有
する少なくとも１層の磁性層を含む発振素子を含む発振器の動作方法であって、
　前記発振素子に所定方向を有した電流を印加する段階と、
　前記電流の方向を基として行われる前記磁性層の磁気モーメントの歳差運動を利用し、
所定の周波数を有した発振信号を生成する段階と、
　前記発振器の出力端子を使用し、前記発振信号を差動増幅することによって出力信号を
提供する段階と、を含み、
　前記出力端子は、前記発振部と同じ基板上に集積され、
　前記出力信号を提供する段階は、
　前記発振信号に対して同一位相を有する非反転増幅信号、及び前記発振信号に対して反
転位相を有する反転増幅信号を生成する段階と、
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　前記非反転増幅信号及び前記反転増幅信号を差動増幅し、第１出力信号及び第２出力信
号を生成し、前記第１出力信号及び第２出力信号を、前記出力信号として提供する段階と
、を含むことを特徴とする発振器の動作方法。
【請求項１８】
　前記出力信号を提供する段階は、
　前記非反転増幅信号及び前記増幅信号が同じ電圧レベルを基準に発振するように、前記
非反転増幅信号及び前記増幅信号の電圧レベルを調節し、第１バイアス信号及び第２バイ
アス信号を提供する段階をさらに含み、
　前記第１出力信号及び第２出力信号を前記出力信号として提供する段階は、前記第１バ
イアス信号及び第２バイアス信号を差動増幅し、前記第１出力信号及び第２出力信号を生
成することを特徴とする請求項１７に記載の発振器の動作方法。
【請求項１９】
　前記発振信号に対する前記非反転増幅信号及び前記反転増幅信号の利得は、１であり、
前記発振信号に対する前記第１出力信号及び第２出力信号の利得は、１より大きいことを
特徴とする請求項１７に記載の発振器の動作方法。
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